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Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych wydaje dwa czasopisma naukowe, 
których tematyka dotyczy inżynierii materiałowej, elektroniki i fizyki ciała stałego, 
a w szczególności technologii otrzymywania nowoczesnych materiałów, ich obróbki, 
miernictwa oraz wykorzystania dla potrzeb elektroniki i innych dziedzin gospodarki: 

* MATERIAŁY E L E K T R O N I C Z N E - kwartalnik, zawiera artykuły problemowe, otwarty 
jest również dla autorów z zewnątrz, 

* P R A C E I T M E - 4-6 razy w roku, zawiera monografie, rozprawy 
doktorskie i habilitacyjne pracowników ITME. 

ITME oferuje również profile tematyczne zawierające selektywną i kompleksową 
informację naukową i techniczną ze skomputeryzowanego banku danych "Materiały 
Elektroniczne BAZA": 

* * P R O F I L E T E M A T Y C Z N E -16-20 razy w roku, serwis informacyjny w postaci 
opisów bibliograficznych wyselekcjonowanych do-
kumentów: 

1 - Si i przyrządy z Si 
2 - Związki 
3 - Pozostałe materiały półprzewodnikowe 
4 - Materiały elektrooptyczne, piezoelektryczne i laserowe 
5 - Nadprzewodniki wysokotemperaturowe i podłoża 
6 - Materiały ceramiczne 
7 - Szkła do zastosowań optycznych 
8 - Materiały kompozytowe 
9 - Pasty do układów hybrydowych 

10 - Metalizacja i czyste metale 
11 - Półprzewodnikowe przyrządy mikrofalowe i układy scalone 
12 - Przyrządy z akustyczną falą powierzchniową 

* * W Y K A Z B I B L I O G R A F I C Z N Y R A P O R T Ó W Z P R A C N A U K O W O - B A D A W -
C Z Y C H I T M E 

* * M A T E R I A Ł Y E L E K T R O N I C Z N E - I N F O R M A T O R O K O N F E R E N C J A C H , SE-
M I N A R I A C H , T A R G A C H , WYSTAWACH 

* * W Y K A Z N A B Y T K Ó W B I B L I O T E K I 
* * W Y K A Z C Z A S O P I S M 
* * C U R R E N T C O N T E N T S 

Szczegółowe zapytania i zamówienia na określone pozycje kierować należy pod adresem: 
Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych/DS-3 Ośrodek INT, ul.Wólczyńska 133, 
01-919 Warszawa 118, skr.poczt.39, tel. 35-30-41/49 w. 108, 129, 425, tlx 825031 itme pl, 
fax (-1-48 22) 34-90-03, E- mail: itme@frodo.nask.org.pl. 

Ponadto ITME wydaje: 

* * * K A T A L O G I I K A R T Y K A T A L O G O W E T E C H N O L O G I I , M A T E R I A Ł Ó W , WY-
R O B Ó W I U S Ł U G 

Szczegółowych informacji udziela Dział Marketingu - ITME (NM), ul.Wólczyńska 133, 
01-191 Warszawa 118, skr.poczt.39, tel.: 34-97-30, fax: 34-90-03, tlx 825031 itme pl. E-mail: 
itme@frodo.nask.org.pl. 
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EUROCHIP - EUROEAST MMIC - MONOLITHIC MICROWAVE 
INTEGRATED CIRCUITS DESIGN COURSE, Warszawa, Poland 

W ramach współpracy Eurochip - Euroeast (prof. A. Jeleński) został zorganizo-
wany w Warszawie przez Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych i Insty-
tut Podstaw Elektroniki Politechniki Warszawskiej w dniach 19-22 czerwca 1995 r., 
kurs na temat projektowania mikrofalowych monolitycznych układów scalonych. 

Program kursu obejmował: 
WELCOME ADDRESS 

A. Jeleński Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, 
Warszawa 

EUROCHIP-EUROEAST PROGRAMS 
A. Kaesser Eurochip-GMD, Sankt Augustin 

GaAs MMIC LAY-OUT DESIGN; 
PASSIVE AND ACTIVE DEVICE MODELLING 

J. Dobrowolski Instytut Podstaw Elektroniki 
Politechniki Warszawskiej, Warszawa 

THE MPW SERVICES, THE CMP GaAs SERVICE, DIGITAL AND MMIC 
Ch. Gamier TIMA-CMP, Grenoble 

MDS PRESENTATION 
W. Benz Hewlett Packard, Germany 

ZWIEDZANIE LABORATORIÓW TECHNOLOGICZNYCH ITME 
PHYSICAL MODELLING 

A. Jeleński Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, 
Warszawa 

STATISTICAL MODELLING 
L. Dobrzański Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, 

Warszawa 
AMPLIHER DESIGN 

Z. Nosal Instytut Podstaw Elektroniki 
Politechniki Warszawskiej, Warszawa 

IMPEDANCE AND NOISE MEASUREMENTS 
W. Wiatr Instytut Podstaw Elektroniki 

Politechniki Warszawskiej, Warszawa 
CHARACTERISATION OF MMIC 

B. Gal was Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki 
Politechniki Warszawskiej, Warszawa 

OPEN FORUM-CLOSING SESSION 
A. Jeleński Instytut Technologii Materidów Elektronicznych, 

Warszawa 

Kurs był współsponsorowany przez Komitet Badań Naukowych. 
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TECHNOLOGIE, MATERIAŁY, WYROBY i USŁUGI 
ITME 

ITMS KATALOG RLTRÓW Z AFP'ÎB - ZAWARTOŚĆ 

FILTRY Z AFP 

W Instytucie Technologii Materi^ów Elektronicznycłi prowadzone są prace nau-
kowo badawcze nad propagacją, generacją i detekcją akustycznych fal powierzchnio-
wych (AFP)^w kryształach piezoelektrycznych. 

Wyniki tych prac pozwoliły opracować i wdrożyć do seryjnej produkcji filtry 
z akustyczną falą powierzchniową przeznaczone do zastosowań w odbiornikach tele-
wizyjnych, sieciach kablowych i urządzeniach radiokomunikacyjnych. 

ITME oferuje 19 
różnych typów filtrów 
z akustyczną falą po-
wierzchniową. Obe-
cnie zamieszczamy 
karty katalogowe kil-
ku filtrów z AFP wy-
twarzanych w ITME. 
Prezentowane filtry 
przeznaczone są do 
torów pośredniej czę-
stotliwości odbiorni-
ków telewizyjnych. Są 
wśród nich zarówno 
filtry odpowiednie do 
konwencjonalnych za-
stosowań, z różnico-
wym odbiorem fonii, 
jak i filtry umożliwia-
jące realizację ąuasi-
równoległego odbioru 
fonii. 

Typ «Itru Standard Zamiwntc (SIMENS) Nuf iw wyrobu ObudoM 

FT.a«2 D/K-OIHT 0FVy-S«7 IX-1-1 siL/TS-sa 

FT-383' D/K-ORT 
B A ł « 3 R 

OFWK-1SSO IX-1-2 a i / T S « 
S t l T T S ^ 

FT-3M" 0/K.OIRT 
B A » X 9 R 

O F V M « IX-I.3 SIL/TS-SS 

FT-38S D/K<HRT 
B / o c a n 

0FWK-2SS0 IX-1-4 s i i / r s . s a 
SIUTS-SS 

FT-aags' B/aCCIR OFWG-1»« 
0FWG-19M 
OFWQ-t9a8 

Dt-I-S stiyTS.sa 
S l i y T M S 

FT-388S O/K-OIRT 
B / G ^ R 

OFWK-2geO IX-1.< a i / T W e 
sii/TS-se 

rT-3»»8 O/K-OIRT 
B/G-COR 

OrWK-29SO IX-1-7 
sii/TS-sa 

FT-381" BAVCOR O F W ^ I O IX-1-S s i i y r s . » 

FT-3K OFWJ-1851 K-1-Î SIL/TS^Se 
SIUTS-S9 

FTCMe4 D/K-ORT 
BA3-CCIR 

OFWK-S2S4 IX-1-10 SIl/TS-M 
SliyTS-S8 

FTQF-384 D/K-OIHT 
B/Q-CCIR 

IX-1-1« SIUTS-Sa 
SIUTS-SS 

FTOW-SSOI D/KO(HT 
BZ&CQR 

IX-1-15 SIL/TS-S« 
SmTS-59 

FTQF-3Î01 D/KOIRT 
B/G-COR 

IX-1-1» s i iyrs -ss 

FTP-380t D/K.OIRT OFW.M950 IX-1-11 DIU/PCZ-24 

FI>-7010A1 IX-1-12 OIUPCZ-14 

FP-7010M IX-M3 DIUPCZ-14 

FP-T030C 1X-1-14 0M>CZ-14 

FP-3Î08 i - c a n IX-1-1S s i i y r s - s e 

FP-S507A D/K-ORT IX-1-17 s i u r s - M 

o typpolwany 
(••) typ ni* polwany do nowydi konAukt^ 

66 
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Technologie, Materiały, Wyroby i Usługi ITME 

ITM3 FILTR FT-383 

ZASTOSOWANIE 
Odbiorniki telewizyjne i magnetowidy (filtry do torów 
p.cz.) 

STANDARD 
D/K-OIRT, B/G-CCIR 

OBUDOWA 
Tworzywowa jednorz^owa typu TS-Se (wersja I) lub 
Ts-sg (wersja II), hermetyczna 

a 
^ ... r-h-

1 

nmmj 1 
1 7 

rur 
" Wersja I: TS-56; h - 16 

Wersja II: TS-59; h -

Układ wyprowadzeń 
1 - wencie 
2 - wejście l(|czone z masą układu 
3 - masa układu 
4,5 - wyjicle (symetryczne) 

Tłurnśannô ^ wtr̂ oaniowA 36,90 MHz 
Pozłom cxinleeienia dl« podanych 
nlż>j vwtoKl 

THimiMnoić W2gl«dn> 
noéna trlzf 3S,00 MHz 
podnoina chroirirancji 33,57 MHz 
noínafonlll SI.SOMHz 
noína kxill II 32,50 MHz 
nain* wt^ s^Mnlmo 
lurahi 30.00 Mhlz 
notna tonll s^Mnlago 
kani^ 39,50 MHz 

3S.S0t39.7S MHz 
doJn* paamo zapo-
rowa 25.00«30.00 MHz 
gćma paamo zapo-
rowa 3a,7S>45.00 MHz 

Tluniianiai yńw odbitych 

-numiania »ygnWu baipoéradniago 
przwiltaj ałaktromagnâ ycsiago 

Zafalowania chwiMa-
lyatykl opóiniania 
grupowago 33.CO<'37,2S MHz 

37.2S»38.78 MHz 

Wapôta < taniparahjrovry 

Warto<¿ 

4,54«,1 
1,2l«,0 
16+21 
16+21 

min 45 

mm 44 

mln40 

mm 40 

mtt(80 
max 60 

-72 

Jad-

dB 
d8 
dB 
dB 

dB 

dB 
dB 

dB 

dB 

PpnVK 

PARAMETRY ELEKTRYCZNE 

Dopuszczalne wartości napleć 
wejściowych 
- napięcie stałe (krótkotrwałe): max 20 V 
- amplituda sygnału w cz.: max 10 V 

Warunki pomiaru 
- temperatura otoczenia: 
- impedancja sterująca: 
- impedancja obciaienia: 

23 
50 

•O 
n 

2,0 kfl II 3pF 

CHARAKTERYSTYKA AMPUTUDOWA 
da <0 

o 
- 1 0 

- 2 0 

- 3 0 

- 4 0 

- 9 0 

- 6 0 

- 7 0 

( \ 
/ \ 

/ 
„ j l 

/V) V »v 11 < 
35 27 3» 31 33 3i 37 3» 41 43 4S 

MHz 

I X - 1 - 2 
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Technologie, Materiały, Wyroby i Usługi ITME 

m é s FILTR FT-389 

ZASTOSOWANIA 
Odbiomiki telewizyjne I magnetowidy (filtry do torów 
PCŁ) 

STANDARD 
D/K-OIRT, B/G-CaR 

OBUDOWA 
TwoiTywowa jednora^wa typu 15-56 (wersja I) lub 
TS-S9 (wersja II), hermetyczna 

T " 
ł f » * 

M T T 
mml 

U-" U-" t wersja l:TS-56; h = 16+®'" 
wersja ll:TS-59; h - 11+® " 

Układ wyprowadzeń 
1 - wejicle 
2 - wejicie łączone z rnast) układu 
3 • masa układu 
4,5 - wyiście (symetryczne) 

PARAMETRY ELEKTRYCZNE 
Dopuszczalne waitoaci napleć wejściowycłi 
- napicie stałe (krótkotnMale): max 20 V 
- amplituda sygnału w. cz.: max 10 V 

Warunki pomiaru 
- temperatura otoczenia: 
- impedancja sterująca: 
- impedanc^ obcl^enla: 

23 'C 
50 n 
2,0 kn II 3pF 

CHARAiaERYSTYKA AMPUTUDOWA 

\ 
/ \ / / 

V V A [A V V V 'l / Î V 

PHlUTMk Wartość Jad-
noallca 

max ao dB 
Pońm odniMtani« dta podoiych 
NŻH wartości 

Tlunitwinoić względna 
noina wl2jl 38,S0 IMHz 
podna<n« chrofrlnancil 34,47 MHz 
noina lonil 1 32.40 MHz 
noinatonilll 33,40 MHz 
no<n« wtzli «^Mniago 
lunWu 30,S0 MHz 
noin* fonii sqiMniago 
kanAi 40,40 MHz 

4,2<«,2 

1frf22 
18+22 

min 45 

min 44 

dB 
dB 
dB 
dB 

dB 

dB 
dolna paimo zapo-
rowa 2S,00<«),90 MHz min 40 dB 

pAcmo ziipfr 
rowa 40,40M5,00 MHz min 40 dB 1 

TkJnMnia «ygniyńw odbitych mln44 dB 

THjmiania aygnału bazpo âdnlago 
praaniku alaktromagnatycaiaflo 

mk<50 dB 

Opóźniania grupown 
czt«lo«)wo<ć odniaaiana 38,90 MKtz 

36,aD MHz 
0 

VP-80 
na 
na 

podnoana cłinxrinWK|l 34,47 MHz VP-10 na 1 

-72 ppnVK y 

CHARAKTERYSTYKA AMPLITUDOWA I ZMIANY 
OPÓŹNIENIA GRUPOWEGO 

'W S3 u 94 S » M J T M « 0 

I X - 1 - 4 
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Technologie, Materiały, Wyroby i Usługi ITME 

ITMS FILTR FTQF-384 

ZASTOSOWANIE 
Odbiorniki telei 
quasirôwnoleglym odi 
Odbiorniki toiawlzyjne (tory fonii p.cz. z 

Ibiorem fonii). 

STANDARD 
D/K-OIRT, B/G-CaR 

OBUDOWA 
IworzywowB jednorzędowa typu TS-se (wersja I) lub 
TS-59 (Wersja II) hermetyczna 

30: 
1 7 

JTT Wersja I: TS-56; h = 1 6 ' ° * 
Wersja II: TS-59: 

Układ wyprowadzeń 
1 - wejście 
2 - wejście łączone z masą układu 
3 - masa układu 
4,5 - wyjście (symetryczne) 

PARAMETRY ELEKTRYCZNE 

Dopuszczalna wartości napięć 
wejściowych 

- napicie stałe (krótkotrwałe): max 12 V 
- amplituda sygnału w cz.: max 10 V 

WarunM pomiaru 

- temperatura otoczenia: 23 'C 
- impedancja sterująca: 50 n 
- impedancja obciążenia: 2 kn|3pF 

PwwTie4r Wartość Jad-
noa«(a 

TluWmoćć vrtn«canioiMi 38.00 MHz 
Poziom odnMwia dla podanych niżii4 
woftoM 

max 26 dB 

TKjmianno^ wzgMna 
podnoina ehrocnnancji 33,57 MHz 
noanakinUI 31.S0MHZ 
nośnafoniill 3ZS0 MHz 
ncina wid uaMnlago 
karaOu 30,00 MHz 
noina fonii •̂ siadniago 
Itara^ 39,50 MHz 

33,60-9-36,80 MHz 
dolna paamo zaporo-
wa a4.5<H-29.7S MHz 
góma pasmo zaporo-
wa 38.S<H-39,75 MHz 

39.75-i-45.00 MHz 

min 20 
•l-ł-1,5 

min 34 
min 37 
mm 19 

min 32 
min 37 
min 30 

dB 
dB 
dB 

dB 
dB 
dB 

dB 
dB 
dB 

Wapólczynnili tamparaturowy -72 Ppm/K 

CHARAKTERYSTYKA AMPUTUDOWA 

H m 

A 

3 5 27 39 31 3 S 37 3 a 41 4 3 4 5 
M H S 

IX - 1 - 16 
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Technologie, Materiały, Wyroby i Usługi ITME 

Í T M 5 DANE WSTĘPNE FILTR FTQW-3801 

ZASTOSOWANIE 
Odbiorniki telewizyjne (tory 
quasirównoległynii odbiorem fonii). 

wizji p.cz. z 

STANDARD 
D/K-OIRT, BAS-CaR 

OBUDOWA 
Tworzywowa jednoraędowa typu TS-56 (wersja I) lub 
TS-Sg (Wersja II) hemietyczna 

n n r 
U f U -

Î 7 

Wersja I: TS-56; 
Wersja II: TS-59: h=11'®'" 

Układ wyprowadzeń 
1 - wejście 
2 - wejście łączone z masą układu 
3 - masa układu 
4,5 - wyjście (symetryczne) 

PARAMETRY ELEKTRYCZNE 

Dopuszczalna wartości napleć 
wejściowych 
- napięcie stale (krótkotnwałe): max 12 V 
- amplituda sygnału w cz.: max 10 V 

Warunki pomiaru 
- temperatura otoczenia: 23 *C 
- impedancja sterująca: 50 i i 
- impedancja obciążenia: 2 kn|3pF 

CHARAKTERYSTYKA AMPLITUDOWA 
dB 

-»O 

P w a n M i r Wartoać Jad-
noa&a 

Thjn^wnoić wtî cMliowa 36,50 MHz 
Pozlcm odniMiania dla podanych 
niżalwartoćd 

maxao dB 

no<na wiz)l 38.00 MHz 
podno<na cmxnnanc|l 33,97 MHz 
noinalonUI 31,50 MHz 
no^tonllM 3^50 MHz 
noina wizji a^adni» 
go kanału 30.00 MHz 
noina lonN aąiMnia-
go kara^ 39,50 MHz 

4,0+6,0 
-1,0+3,0 
min 42 
n*i42 

min 45 

min 43 

dB 
dB 
dB 
dB 

dB 

dB 
dolna paimo zapo-

4,0+6,0 
-1,0+3,0 
min 42 
n*i42 

min 45 

min 43 

rowa 24,50-5-3X50 MHz mm 42 dB 
gama paamo zapo-

dB rowa 39.50-i-45,00 MHz min 40 dB 

TIunilanM tygnalów odbitych min 44 dB 
•numiaria aygnakj bazpoaradniago 
przaniku alaklronnagnatycznago 

min 50 dB 

Opóinianja grupowa 
cz«>to«iwość odniaaiania 38 MHz 

35,aO MHz 
podniana chrorr̂ nancf 33,57 MHz 

0 
typ-75 
typO 

na 
na H 
na y 

Współczynnik lanvaralurowy -72 PpnVK 1 

( 

5 
2 9 2 7 79 31 3 3 3 5 3 7 3 9 4 1 4 3 «5 

MH« 

CHARAKTERYSTYKA AMPUTUDOWA I ZMIANY 
OPÓŹNIENIA GRUPOWEGO 

dB 
- a 

V 
i / V 

- V t 

1 

V 

1 -
3 3 3 3 3 4 3 9 3 « 3 7 3 8 3 9 4 0 4 

M H s 

IX- I - 15 
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ItMS PRELIMINARY DATA FTQF-3801 SAW FILTER 

APPUCATIONS 
TV receivers (IF sound filter for quasi parallel sound 
application) 

STANDARD 
D/K-OIRT, B/G-CCIR 

MAXIMUM VOLTAGE RATINGS 
DC voltage: max 12V 
AC voltage: max 10V 

CHARACTERISTICS 
Measuring conditions 

- ambient temperature: 23 °C 
- drive impedance: 50 Q 
- load Impedance: 2 kQ 13pF 

VERSION 
Single in-line plastic package TS-59 

AMPUTUDE RESPONSE 

Descriptioo Value Unit 1 

Insertion losa 31.5 MHz <15,5 dB 
Rsfersnc* levai for the following data 

Relative attenuation 
sound carrier 32.50 MHz -0.4+0.8 dB 
picture carrier 38.00 MHz £ 42 dB 
colour carrier 33.57 MHz a 32 dS 
Adjacent picture carrier 30.00 MHz 2 40 dB 

31.00 MHz £ 3.8 dB 
Adjacent sound carrier 39.50 MHz Ł 43 dB 

40.00 MHz i 40 dB 
40.50 MHz 2 42 dB 

Lower sldelobe zs.ax-ao.oo MHz 2 38 dB 
II upper sldelobe 3a.lXH4S.OO MHz £ 39 dB 

1 Temperature coetlicient -72 ppnVK 
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AMPUTUDE AND GROUP DELAY RESPONSE 

SINGLE IN-UNE PLASTIC PACKAGE 

a 
> T"" M»' 1 . 10 

umaj 

X 'x 

Pin configuration 
1 -Input 
2 - Input-ground 
3 - chip carrier-ground 
4,5- output 

TS-59; 

I X - 1 - 1 8 
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Kronika ITME 

KRONIKA ITME 

GRANTY 1995 

W Vin konkursie zorganizowanym przez Komitet Badań Naukowych w pierw-
szym póh-oczu 1995 roku przyznano 7 grantów zespołom naukowym Instytutu Te-
chologii Materiałów Elektronicznych, których spis podajemy poniżej. 

G/47/95 prof.dr hab.inż. W. Włosiński 
Badania procesu spajania ceramiki z metalem lutami 
kompozytowymi włókno węglowe-metal 

G/48/95 prof.dr hab. A. Pajączkowska 

Badanie wpływu warunków termicznych na wzrost kryształów 
tlenkowych otrzymywanych metodą Czochralskiego 

G/49/95 dr J.Jagielski 
Badanie własności warstw amorficznych wytworzonych 
na powierzchni metali 

G/50/95 mgr inż. A. Bajor 
Opracowanie i wykonanie zautomatyzowanego układu 
konoskopu optycznego sterowanego przy pomocy komputera 

G/51/95 doc.dr Z. Librant 

Badanie wpływu atmosfery w wysokich temperaturach 
na twardość Yickersa i modyfikację mechanizmu odporności 
na pękanie materiałów ceramicznych 

G/52/95 prof.dr hab. M. Kopcewicz 
Badanie procesu amorfizacji struktur wielowarstwowych 
metal-metal w wyniku działania wiązek jonów o niskiej, średniej 
i wysokiej energii 

G/53/95 mgr S. Strzelecka 
Technika NDT jako metoda otrzymywania jednorodnych 
monokryształów GaAs o precyzyjnie kontrolowanych 
własnościach 

7 T08C 063 08 

8 Tl IB 033 08 

7 T08C 053 08 

8 Tl IB 002 08 

7 T 0 D 018 08 

2 P03B 098 08 

8 Tl IB 032 08 
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Wskazówki dla autorów 

1. Redakcja czasopisma "Materiały Elektroniczne" prosiy autorów o nadsyłanie artykułów 
zapisanycłi na nośnikach magnetycznych (dyskietki- zwracane po skopiowaniu) w formatach: 

Tekst (edytory tekstu) Grafika 
Page Maker 5.0/4.0, Word for windows 1.2-2.0, PCX, TIF, PLT, CGM, 
Word Perfect 5.0/5.1, Ami Pro 1.2b-3.0, TAG, EPS, DXF, BMP, WMF, 
RTF (rich text format) i inne po uzgodnieniu z redakcją. XLS , PIC, XLC, WPG. 
Grafika i tekst powinny znajdować się w odddzielnych plikach, każdy rysunek w innym. 

Pliki mogą być poddane kompresji np.: ZIP, ARJ, ARC. 
2. Artykuł powinien być wydrukowany czcionką o wysokości 12 punktów typograficznych, 

na papierze formatu A4, jednostronnie, z marginesem 3.5 cm z lewej i 1 cm z prawej strony, 
z podwójną interlinią, w jednym egzemplarzu. Wszystkie stronice powinny być numerowane. 

3. Objętość artykułu nie powinna przekraczać 15 stron maszynopisu łącznie z rysunkami, 
tabelami i bibliografią. 

4. Na marginesie tekstu należy zaznaczyć miejsca, w których powinny być umieszczone: 
równania, rysunki, tabele i itp. 

5. Do artykułu powinny być dołączone (również na dyskietce) streszczenia, w językach 
polskim, angielskim i rosyjskim, nie przekraczające 200 słów. Tytuł artykułu winien być rów-
nież przetłumaczony na te języki. 

6. Na pierwszej stronie artykułu powinny znajdować się następujące elementy: z lewej stro-
ny u góry artykułu tytuł naukowy, pełne imię (imiona), nazwisko(a) autora(ów), nazwa miejsca 
pracy (zakładu, pracowni), adres pocztowy. Na środku stronicy maszynopisu - tytuł artykułu. 

7. Rysunki i inne elementy graficzne: 
7.1. Na odwrocie rysunku lub fotografii należy podawć ich numer, nazwisko autora, 

pierwszy wyraz tytułu artykułu i nazwę pliku z załączonej dyskietki. 
7.2. Podpisy do rysunków, fotografii oraz bibliografię należy umieszczać na oddziel-

nych stronicach, po tekście. 
7.3. U góry każdej tablicy należy podać numer i tytuł objaśniający. 
7.4. W przypadku rysunków, wzorów, tablic nie będących oryginalnym dorobkiem au-

tora(ów) należy zacytować źródło, umieszczając je w bibliografii. 
7.5. Wzory należy numerować kolejno cyframi arabskimi. 
7.6. Przyjmuje się, że załączone zdjęcia i rysunki stanowią wzorzec jakości dla ilustracji. 

8. Pozycje bibliografii należy podawać w nawiasach kwadratowych, w kolejności - wy-
stępującej w tekście. 

Dla książki należy wymienić nazwisko(a) autora(ów), inicjały imion, pełny tytuł, nazwę 
miejsce wydania, nazwę wydawcy, rok, stronice np.: [1] Librant Z.: Ceramika konstrukcyjna 
w zastosowaniach elektronicznych. Warszawa: WNT 1991,126 s. 

Dla artykułu należy wymienić nazwisko(a) autora(ów), inicjały imion, tytuł artykułu, tytuł 
czasopisma, tom, rok, numer, stronice np.: [2] Kamiński P., Strupiński W., Roszkiewicz K.: 
Effect of substrate temperature on the concentration of point defets in vapour phase epitaxial 
GaP:N,S. Journal of Crystal Growth. 108,1991, 3/4, 699-709 

9. Słownictwo techniczne, jednostki miar, sknSty najważniejszych oznaczeń wielkości we wzorach 
muszą być zgodne z terminologią przyjętą przez Polskie Normy i Międzynarodowy Układ Miar (SI). 

10. Nazwy fonetyczne liter greckich lub innych oznaczeń należy podawać w lewym marginesie. 
11. Autora obowiązuje wykonanie korekty autorskiej. 
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W ^ M INSTYTUT TECHNOLOGII 
L J B MATERIAŁÓW ELEKTRONICZNYCH 
M s ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa 
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Przedmiotem działania Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych jest 
prowadzenie badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych w zakresie 
inżynierii materiałowej, elektroniki i fizyki ciała stałego, a w szczególności 
technoloqii otrzymywania nowoczesnych materiałów, ich obróbki, miernictwa 
oraz efelctywnego wykorzystywania w gospodarce oraz przystosowywanie 
wyników badań i prac do wdrożeń w praktyce. 

Działalność Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych skupia sie 
w dwóch obszarach: w pracach badawczo-rozwojowych i małoseryjnej 
produkcji materiałów dla elektroniki, telekomunikacji, energetyki, rolnictwa 
i medycyny, oraz w pracach badawczo- rozwojowych nad elementami 
elektronicznymi, wytwarzanymi z tych materiałów. 

Materiałami, na których koncentruje się działalność ITME sa: materiały 
półprzewodnikowe monokrystaliczne i warstwy epitaksjalne (Si, GaAs, GaAsP, GaP, 
InP), materiały elektrooptyczne i piezoelektryczne (YAG, CaF^, LiNbO LiTaOj, kwarc), 
podłoża do nadprzewodników wysokotemperaturowych (SrLaAlO^, SrLcGaO^j 
materiały ceramiczne (na bazie AI^Oj i ZrO^), szkła optyczne i techniczne, 
światłowody, obrazowody, materiały kompozytowe, pasty (przewodzące, izolujące 
i oporowe), czyste metale, związki nieorganiczne i rozpuszczalniki. 

W ramach badań aplikacyjnych opracowywane sa w ITME: półprzewodnikowe 
przyrządy mikrofalowe (tranzystory MESFET, diody Schottky'ego), mikrofalowe 
monolityczne układy scalone, filtry z akustyczną falą powierzchniową. 

instytut Technologii Materiałów Elektronicznych wydaje dwa czasopisma 
naukowe: kwartalnik "Materiały Elektroniczne", w łćtórym publikowane są artykuły 
dotyczące zakresu działania Instytutu, "Prace ITME" - zawierające monografie, 
rozprawy doktorskie i habilitacyjne, oraz wydawnictwa informacyjne. 
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